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Bi2Se3 は典型的な３次元トポロジカル絶縁体であ

る。これに Cuをインターカレーションさせて電子ド

ープした CuxBi2Se3が、転移温度 Tc = 3.8 Kで超伝導

を示すことが発見され[1]、有力なトポロジカル超伝

導体候補物質として盛んに研究されている。トポロジ

カル超伝導はバルクには従来型の超伝導と同様に超

伝導ギャップが現れるが、エッジおよび量子化磁束芯

あるいは表面にはトポロジカルに保護されたギャッ

プレスの束縛状態が現れる。これらの状態には、現在

未発見の準粒子であるマヨラナフェルミオンの存在

が理論的に予想されており、その特異な非可換統計性

を利用した量子コンピューターへの応用が期待され

ている。しかし、CuxBi2Se3は体積分率が低い（50%）、

空気中で不安定、超伝導転移幅が広く、純良な単結晶

を合成することが難しい、などの問題点がある。 

近年、Srや Nbのインターカレーションでも超伝導

を示すことが発見され注目を集めている[2,3]。これら

は空気中で安定であり、CuxBi2Se3 と比較して、より

量子コンピューターへの応用に適した物質である可

能性がある。今回我々は、溶融法を用いて SrxBi2Se3

の x = 0.025, 0.05において単結晶を合成することに成

功した。Fig.1に SrxBi2Se3の結晶構造と抵抗率の温度

依存性を示す。インターカレーション量に応じて Tc

が変化することが確認できた。CuxBi2Se3よりも Tc は

低いものの、転移幅はΔT = 0.15 K程度でシャープであった。x = 0.05の試料については、自作の

断熱消磁冷凍機（ADR）を用いて極低温の磁場中抵抗率も測定し、磁気相図も決定した（Fig.2）。 

講演では SrxBi2Se3に加え、Nbをインターカレーションした NbxBi2Se3についても議論する。 
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Fig.2 Temperature dependence of 

resistivity in the Sr0.05Bi2Se3 crystal 

under various magnetic fields. 

 
Fig.1 Temperature dependence of 

resistivity in the SrxBi2Se3 crystal. 

Inset: crystal structure. 
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